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Resumen

En este trabajo de investigacion se hace la propuesta de
sintetizar peliculas delgadas de o6xido de hafnio (HfO,) y
evaluar en ellas sus propiedades estructurales, asi como su
capacidad sensora. Las peliculas se depositaran por la técnica
de rocio pirolitico a partir de fuentes orgénicas y/o inorganicas.
Las peliculas seran caracterizadas por difraccion de rayos X,
microscopia  electronica de barrido 'y transmision,
espectroscopia por dispersion de energia (EDS) vy
espectroscopia de impedancia.

Introduccion

La deteccion de mezclas combustibles o toxicas gas/aire
permite prevenir accidentes de bienes y personas, tanto en
ambientes industriales como domésticos. Los sensores de gases
mas utilizados se basan en oOxidos semiconductores cuya
conductividad eléctrica se ve modulada como consecuencia de
la reaccion producida entre el semiconductor y los gases
presentes en la atmosfera. E1 HfO, es una promesa dentro de
los nuevos materiales ya que presenta un gran interés
tecnologico como material activo en sensores de gases. Las
propiedades de sensado del HfO, (sensibilidad, selectividad y
reproducibilidad), dependen de varios factores, siendo los mas
relevantes el tamafio de grano y su distribucion, asi como el
area superficial especifica [1,2]. Se ha estipulado que la
utilizacién de HfO, nanocristalino beneficiaria sustancialmente
el sensado de gases debido a la magnificacion de los efectos
superficiales [3].

Procedimiento Experimental

Las peliculas de 6xido de hafnio seran preparadas en el sistema
de rocio pirolitico ultrasonico, Fig. 1. La técnica de rocio
pirolitico consiste en depositar peliculas delgadas sobre un
substrato caliente a partir de la pirolisis del aerosol de una
solucion quimica® °. El empleo del aire o nitrogeno, son usados
como gases de arrastre del aerosol que es transportado hacia el
substrato caliente.

El mecanismo que se usa para generar un aerosol es focalizar
un intenso haz ultrasonico hacia la superficie libre de un
liquido. En el depdsito de rocio pirolitico la rapidez de depdsito
depende de algunos parametros, tales como la temperatura del
substrato, la concentracion de la solucion y solventes, etc. En
este trabajo de investigacion, las sales a usarse como fuentes
del hafnio son de tipo inorganico como cloruros o nitratos de
hafnio y/o de tipo organico como el acetilacetonato de hafnio.
Se llevaran a cabo depodsitos a temperaturas entre los 300 y los
600 °C y con algunas variables experimentales adicionales,
tales como la implementacion de un segundo aerosol, asi como

diferentes concentraciones molares de partida. Los depositos se
realizaran sobre substratos de vidrio corning o cuarzo y silicio.
Las peliculas seran caracterizadas desde el punto de vista de
sus propiedades estructurales mediante técnicas de difraccion y
microscopia electronica. Andlisis de composicion elemental se
llevaran a cabo mediante la técnica de EDS. Finalmente, la
capacidad sensora de las peliculas se valorard por medio del
cambio en la conductividad de las mismas. Para esta prueba se
hara uso de la técnica espectroscopia de impedancia.
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Fig. 1. Sistema de rocio pirolitico ultrasénico.
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